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二酸化バナジウム(VO2)は室温近傍で金属絶縁体転移にともない急激な抵抗変化を示し、次世代

のエレクトロニクスデバイス応用に期待されている。VO2 の転移過程ではナノ相分離現象が見ら

れ、金属相と絶縁相が~101-103nmサイズで共存するため、その大きさ以下のサイズの VO2試料は

ナノ電子相の閉じ込め効果からバルクや薄膜にはない特性を示し[1]、非常に大きな注目を集めて

いる。これまでに我々は 3 次元(3D)テンプレート基板側面を起点に傾斜パルスレーザー堆積法

(PLD)でターゲット材料を蒸着する

ことでより高度なサイズ制御性を

有し極微細なナノウォール細線構

造を形成可能な 3Dナノテンプレー

ト PLD 法(Fig.1(a))を報告してきた

[2]。今回は異種物質を順次テンプ

レート側面にエピタキシャル成長

させることにより線幅を 30-100 nm

で制御した VO2 ヘテロナノウォー

ル細線形成とその相転移特性評価を行った。 

Fig.1(b)に 40 nm線幅の VO2ヘテロナノウォール細線を示す。3D-MgOナノテンプレート側面に

TiO2バッファー層を形成し、その側面上に PLDで VO2を成長させ、これまで困難であった極微細

VO2ナノウォール細線形成に成功した。3D-MgOテン

プレート/TiO2バッファー層/VO2ナノウォール細線と

いう面内ヘテロ界面が形成されている。Figure 2は線

幅 100 nmの VO2ナノウォール細線の抵抗温度依存性

を示す。340 Kから 360 Kの絶縁体-金属への転移に伴

う抵抗変化がみられる中で、抵抗が階段状に変化して

いる。これは 100 nm のナノウォール細線内にナノ電

子相が閉じ込められていることに由来する。発表で

は、ナノ構造作製技術の詳細、線幅に依存した VO2ナ

ノウォール細線の電気伝導特性を紹介する。 
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Figure 1	 (a)3Dナノテンプレート PLD法の概要図。3Dテン
プレート基板に対し斜めから蒸着できる。(b)線幅 40 nm
の VO2ナノウォール細線の SEM像。 

Figure 2 線幅 100 nm の VO2ナノウォ
ールワイヤーと薄膜(挿入図)の抵
抗温度依存性。昇温過程において
階段状(矢印)に変化がみられる。 
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